Smlouva o vyuZziti vysledki dosazenych v projektu vyzkumu a vyvoje
¢. TH02010014 s nazvem
»Nové polovodicové struktury pro pokrocilé elektronické aplikace*

kterou dle ustanoveni § 1746 zakona €. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozd¢jsich
predpist, a vsouladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 130/2002 Sb., o podpofe vyzkumu,
experimentalniho vyvoje a inovaci z vefejnych prostiedkii a o zméné nékterych souvisejicich zakont
(zékon o podpofe vyzkumu a vyvoje), ve znéni pozdé&jsich piedpisn (dale jen ,,Smlouva“), uzaviraji nize

uvedeného dne, mésice a roku tyto:

Clanek 1.
Smluvni strany

1.1. ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o.

Sidlo: Roznov pod Radhostém, 756 61, 1. maje 2230

IC: 26821532

DIC: CZ26821532

v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé zapsana v oddilu C, vloZka 27652
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

Cislo Giétu: 13107851/0100

Statutarni orgéan: ing. Josef Svejda

Jméno a piijmeni feSitele: XXXXXXXXX

na strané jedné a dale v textu jako ,,pfijemce” nebo ,,ONCR*.

1.2. Masarykova univerzita

Sidlo: Brno, 601 77, Zerotinovo nam. 9

1C: 00216224

DIC: CZ00216224

VVS - Vefejna nebo statni vysoka Skola (zakon ¢. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a
doplnéni dalsich zakont), nezapisuje se do OR

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka

Cislo uétu: 85636621/0100

Statutarni organ: doc. PhDr. Mikulas$ Bek, Ph.D.

Jméno a prijmeni dalsiho fesitele: XXXXXXXXX

na strané druhé a dale v textu jako ,,dalsi ucastnik projektu* nebo ,,MU".

1.3. Fyzikalni istav Akademie véd Ceské republiky, v. v. i.

Sidlo: Praha 8, 182 21, Na Slovance 2

IC: 68378271

DIC: CZ 68378271

VVI - Vefejna vyzkumna instituce (zdkon ¢. 341/2005 Sb., o o vefejnych vyzkumnych institucich),
nezapisuje se do OR

Bankovni spojeni: UniCredit Bank

Cislo uétu: 2106535627/2700

Statutarni organ: prof. Jan Ridky, DrSc., feditel

Jméno a prijmeni dalsiho feSitele: XXXXXXXXX

na strané druhé a dale v textu jako ,,dalsi castnik projektu” nebo ,,FZU*.
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Clanek 2.
Piedmét Smlouvy

2.1 Piedmétem této Smlouvy je uprava uzivacich a vlastnickych prav k vysledkim dosazenym fesenim
projektu ¢. TH02010014, s ndzvem ,Nové polovodi¢ové struktury pro pokrocilé elektronické
aplikace* (dale jen "projekt"), feseného s podporou Technologické agentury Ceské republiky, a
jejich vyuziti po ukonceni feSeni projektu.

2.2 Uelem této Smlouvy je uplatnéni & vyuziti vysledkil prokazujici tcelnost poskytnuté dotace na
podporu projektu z vefejnych prostiedki.

Clanek 3.
Vymezeni dosaZenych vysledkii a jejich srovnani s cili projektu

3.1 Resenim projektu bylo dosazeno skupiny evidovanych vysledki shrnutych v nize uvedené tabulce.
Uvadény seznam vysledkd je plné prevzat ze systému ISTA; identifikacni ¢islo vysledkim piidélila
Technologicka agentura Ceské republiky; uvadime dale ndzev vysledku, jeho druh a obdobi jeho
dosazeni. Pod kazdym vysledkem je uveden komentaf v souladu s udaji ze zavérecné zpravy, ktera
byla pfedmétem oponentury ze strany poskytovatele.

Identifikacni Eislo || Nazev Druh Obdobi
vystupu/vysledku
TH02010014-V2 Metody pro gharakterlzlagl strgKturn[ch vlastnosti X - Jiné Rok 2017
polovodiCovych substratu a nitridovych struktur

Technicka zprava - souhrn vlastnich méfeni parametrd substratd a polovodi¢ovych struktur (RAMAN, elipsometrie,
luminiscence, rtg difrakce, VIS-NIR mapovani tlousték, analyzy povrchu rozptylem laserovych svazku, SEM, TEM,
AFM, DLTS ad.). Méfeni pnuti ve vrstvach, strukturni analyzy, analyzy defektl. Navrh novych metod méfeni.
Vlastnictvi vysledku - MU 40%, FZU 40%, ON 20%.

TH02010014-V3 | Navrh feseni nukleace [ - Jiné |Rok 2017

Technicka zprava - feSeni nukleace a koalescence pro technologické platformy VEECO a AIXTRON ve vazbé na
pouzity substrat. Analyza defektl a jejich vztahu k procesnim podminkam a Cistoté vstupnich médii. Potvrzeni
specifikace Cistoty vstupnich médii (NH3, TMGa, TMAI, H2, N2) a materiall (substrat, susceptor), resp. navrh na
pred procesni purifikaci (8i§téni). Vlastnictvi vysledku - MU 5%, FZU 5%, ON 90%.

TH02010014-V4 H Substraty pro heteroepitaxni rast H X -Jiné H Rok 2017

Technicka zprava - souhrn vlastnich dosazenych vysledkd a navrh dal$ich postupt (testll) v oblasti novych
kfemikovych a alternativnich (SOI, SiC, AIN) substratl pro polovodi¢ové aplikace. Vyvoj technickych Uprav malych
substratu pro MOCVD. Vlastnictvi vysledku - MU 5%, FZU 5%, ON 90%.

Kfemikovy substrat priméru 200 mm pro Gfunk - Funkéni

heteroepitaxni aplikace vzorek Rok 2017

TH02010014-V5

Specifikace Si desky pro heteroepitaxni aplikace a funkéni vzorek leSténého substratu. Primér lesténé desky
200+/0,2 mm, tloustka 0,75 - 1,25 mm (z ekonomickych i technickych divodu je pfinosné dosazeni minimalni
tloustky substratu, ale substrat zarovefi musi mit dostate€né mechanické vlastnosti pro heteroepitaxni rist).
Krystalograficka orientace <111>, CZ Si, dopant B, mérny elektricky odpor > 1 ohm.cm. Vlastnictvi vysledku - ON
100%.

Vyroba substratl priméru 200 mm pro heteroepitaxni || Ztech - Ovéfena

polovodicové technologie technologie Rok 2018

TH02010014-V7

Ovéfena technologie vyroby substratt priméru 200 mm pro heteroepitaxni polovodic¢ové technologie. Deska musi
splfovat vSechny polovodi¢ové standardy a navic vyhovovat narokiim heteroepitaxniho procesu (pfedevsim z
hlediska tloustky, zpracovani okraje a zadni strany). Vlastnictvi vysledku - ON 100%.

Gfunk - Funkéni

Rok 2018
vzorek

TH02010014-V8 Alternativni substrat pro nitridové struktury

Funkéni vzorek substratu alternativniho k Si. Perspektivnim materidlem je pfedevsim SOI (v prdméru 200 mm), ale
mize se jednat i o Ucelné vyuZiti AIN, SiC, pfipadné diamantu. Funkéni upravy substratd ve vazbé na nastaveni
procesu. Vlastnictvi vysledku — FZU 50%, ON 50%.
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Identifika&ni &islo || Nazev Druh Obdobf
vystupu/vysledku

TH02010014-v9 || Aplikace nitridovych struktur [ x - gine |Rok 2018

Technicka zprava - VaV aplikaci vlastnich polovodi¢ovych substratt a nitridovych struktur, souhrn vlastnich
vysledkU aplikacnich testli, mapovani elektrickych parametr(i testovacich struktur a vyhodnoceni vysledk( ve
vztahu k materialové struktufe. Specifikace dalSich pozadavki( na technologii a na vysledné struktury pro funkéni
vzorky. Vlastnictvi vysledku — FZU 50%, ON 50%. Technicka zprava pFijemce, vysledky jsou sdilené s dalSimi
Ucastniky pro VaV vyuZiti.

Charakterizace parametrll substratl a polovodi¢ovych

TH02010014-V10 struktur a vyvoj metod charakterizace

X -Jiné Rok 2018

Technicka zprava - shrnuti vyvoje metod méfeni polovodi¢ovych substratl a struktur. Vystupem zpravy bude také
pfipadna specifikace testovacich vzorkl pro dal$i vyvoj a ovéfeni metod méfeni. Komplexni charakterizace
posoudi také moznosti komerénich méficich zafizeni a ucelnost pfipadné konstrukce vlastnich méficich sestav.
Pro primyslovou aplikaci ma zasadni vyznam moznost podrobného (nedestruktivniho) mapovani velkych desek s
odpovidajicimi naroky na vhodnou metodiku méfeni. Vlastnictvi vysledku - MU 40%, FZU 40%, ON 20%.

TH02010014-V11 || Navrh a testy vyrovnavaci struktury supermfizky X - Jiné Rok 2018

Technicka zprava - Navrh vyrovnavaci struktury supermfizky (SL) a srovnani s gradovanou vyrovnavaci strukturou.
Analyza feSeni ve vztahu k pouzitému substratu. Procesni testy, jejich vyhodnoceni a specifikace vhodnych metod
méfeni kvality supermfiZzky. Posouzeni dosazenych vysledkl ve vztahu k pouzité technologii (AIXTRON a VEECO)
a analyza dal$ich moznosti fe$eni procesu (jiné technologické platformy). Vlastnictvi vysledku - MU 10%, FZU
20%, ON 70%. Technicka zprava pfijemce, vysledky jsou sdilené s dal$imi u¢astniky pro VaV vyuZziti.

| TH02010014-v12 || Publikace vysledka [ x - gine |Rok 2018 |

Abstrakt a poster P. Kostelnik et al.: ,Influence of the early stages of the AIN nucleation on properties of the GaN-
on-Si high electron mobility transistor buffer structure", International Workshop on Nitride Semiconductors 2018".

| TH02010014-V13 || v§voj alternativni bariérové vrstvy [ x - gine |Rok 2018 |

Technicka zprava - posouzeni moznosti implementace alternativni bariérové vrstvy na bazi InGaN, pfipadné InAIN.
Procesni testy na AIXTRON a jejich vyhodnoceni. Specifikace a pfiprava funkéniho vzorku. Vlastnictvi vysledku -
FzU 80%, ON 20%. Vyvinuté technologické postupy jsou vlastnictvim ONCR a FZU, ktery podal ptihlasku vynalezu
se zadosti o udéleni patentu D18059217, ,Epitaxni vicevrstva struktura pro tranzistory s vysokou pohyblivosti
elektron( na bazi GaN a tranzistor obsahujici tuto strukturu“). ONCR muze vysledek vyuzivat pro svoje potfeby (v
ramci vlastniho know-how). Po uzavfeni patentového fizeni pocitame také s publikaci vysledku.

TH02010014-V15 H Know-how technologie rdstu nitridovych struktur H X -Jiné H Rok 2019

Technicka zprava o moznostech vyuziti alternativnich substrat a specifikace know-how pro technologii riistu
nitridovych struktur véetné tcelnych metod pro jejich komplexni charakterizaci. Vysledek je k dispozici partnerdim
projektu a dil¢i vystupy mohou byt pfedmétem odbornych publikaci. Vlastnictvi vysledku - FZU 50%, ON 50%.

Vyvoj alternativni aktivni struktury pro enhancement

TH02010014-V16 mode HEMT

X -Jiné Rok 2019

Technicka zprava - vyvoj pasivacni p-GaN vrstvy pro enhancement mode HEMT (normally OFF tranzistor).
Realizace a vyhodnoceni procesnich testt na aparatufe AIXTRON. Vysledek je k dispozici partnerim projektu a
dil¢i vystupy mohou byt predmétem odbornych publikaci. Vlastnictvi vysledku - FZU 60%, ON 40%.

Vzorky nitridovych struktur na alternativnich Gfunk - Funkéni Rok 2019

TH02010014-V17 substratech vzorek

Vzorky nitridovych struktur na alternativnich substratech (napf. SOI, SiC nebo AIN) malych prdméru (aparatura
AIXTRON) a komplexni charakterizace jejich parametri. Posouzeni moznosti vyuziti vlastni depozice
polykrystalickych diamantovych vrstev (jako sou¢ast feSeni odvodu tepla z polovodi€ové soucastky, pfipadné pro
Ucely pasivace). Vysledek je k dispozici partnerdm projektu a dil¢i vystupy mohou byt pfedmétem odbornych
publikaci. Vlastnictvi vysledku - FZU 50%, ON 50%.

Funkéni vzorek desky praméru 200 mm s funkéni Gfunk - Funkéni Rok 2019

TH02010014-V18 heteroepitaxni strukturou. vzorek

Funkéni vzorek desky priméru 200 mm s funkéni heteroepitaxni strukturou pro polovodi¢ové aplikace (napf.
HEMT). Funkénost bude dolozena aplikac¢nim testem (IMEC, ON SEMICONDUCTOR). Specifikace podle
polovodi¢ovych standardd pro HEMT (tloustka struktury > 4 um, prohnuti desky < 50 um, GaN: (002) FWHM < 800
arcsec, (102) FWHM < 1200 arcsec, povrch: pits < 2 /cm2, vylou€eny okraj < 5 mm, Zadné epitaxni defekty, min.
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Identifika&ni &islo || Nazev Druh Obdobf
vystupu/vysledku

radialni variabilita parametrd). Vlastnictvi vysledku - ON 100%. Vysledek je k dispozici partnerdm projektu a dil&i
vystupy mohou byt pfedmétem odbornych publikaci.

Metody méreni nitridovych struktur v polovodi¢ovém Ztech - Ovéfena

TH02010014-V19 . -
pramysilu technologie

Rok 2019

Kvalifikované metody pro charakterizaci nitridovych struktur v polovodi¢ovém pramyslu. tj. analyza strukturnich
vlastnosti a defektll ve vrstvé a na povrchu pro desky primeéru 200 mm, idealné nedestruktivni, v nutném pfipadé
(napf. SEM) se stanovenou Cetnosti vzorkovani. Vlastnictvi vysledku - ON 100%. Vyuziti nové technologie je
mozné pro MU a FZU pro VaV Ggely.

TH02010014-V20 | Publikace vysledka [ - Jiné |Rok 2019

(1) T. Novak, P. Kostelnik, M. Koneény, J. Cechal, M. Kolibal, T. Sikola: ,Temperature effect on Al predose and
AIN nucleation affecting the buffer layer performance for the GaN-on-Si based high-voltage devices.” Japanese
Journal of Applied Physics 58 (SC), SC1018 (2019). https://doi.org/10.7567/1347-4065/ab0d00

(2) Petr Vacek, Petr Kostelnik, and Roman Gréger: ,Correlation of Structure and EBIC Contrast from Threading
Dislocations in AIN/Si Films." Phys. Status Solidi B 2019, 1900279. DOI: 10.1002/pssb.201900279

(3) T. Hubacek, A. Hospodkova, K. Kuldova, M. Slavicka Zikova, J. Pangrac, J. Cizek, M.O. Liedke, M. Butterilng,
A. Wagner, P. Hubik, E. Hulicius: ,Improvement of luminescence properties of n-GaN using TEGa precursor.”
Journal of Crystal Growth 531 (2020) 125383. https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2019.125383

Technologie heteroepitaxniho ristu pro polovodiéové || X - Jiné Rok 2019

TH02010014-v21 aplikace na substratech prdméru 200 mm

Technologie heteroepitaxniho ristu pro polovodi¢ové aplikace na substratech praméru 200 mm. Technologie bude
oveérena - kvalifikovana podle standardu jakosti ISO a standard(l pro polovodi¢ovou vyrobu ve vlastni vyrobni lince
(MOCVD CZ2) s aplika¢ni podporou IMEC a korporace ON SEMICONDUCTOR (reprezentujici hlavniho zakaznika
pro vyrabéné struktury). Vlastnictvi vysledku - ON 100%. Vyuziti nové technologie je mozné pro MU a FZU pro
VaV ucely.

Shrnuti moznosti vyuziti technologie heteroepitaxniho
TH02010014-V23 || rlstu pro polovodi¢ové aplikace na alternativnich X - Jiné Rok 2020
substratech

Technicka zprava - analyza realnych moznosti vyuziti technologie heteroepitaxniho ristu pro polovodi¢ové
aplikace na alternativnich substratech (napf¥. SOI, SiC, AIN), shrnuti vysledku vlastnich testl. Vysledek je

k dispozici partnerdm projektu a diléi vystupy mohou byt pfedmétem odbornych publikaci. Vlastnictvi vysledku -
FZU 50%, ON 50%.

Souhrn metod méfeni polovodiCovych substrati a

struktur X -Jiné Rok 2020

TH02010014-V24

Souhrn metod méfeni polovodic¢ovych substrati a struktur

Souhrn vSech vyvinutych metod méfeni polovodiCovych substratd a struktur (XRD, RAMAN, FIB SEM, SIMS,
luminiscence, DLTS, vyhodnoceni elektrickych parametr, AFM, SEM) - specifikace know-how pro budouci
smluvni spolupraci vyzkumnych organizaci, pfipadné pro poskytnuti licence. Technicka zprava. Vlastnictvi
vysledku - MU 50%, FZU 50%.

Technologie heteroepitaxniho rustu pro polovodiGové || Ztech - Ovéfena Rok 2020

TH02010014-V25 aplikace na substratech priméru 200 mm technologie

Kvalifikovana technologie heteroepitaxniho riistu pro polovodi¢ové aplikace na substratech priiméru 200 mm,
vyrobni linka CZ2 (Roznov), zafizeni VEECO, kapacita 3 desky v béhu, 6 desek/den, vyrobni naklady <2 tis.
USD/deska. Vlastnictvi vysledku - ON 100%. VyuZiti nové technologie je mozné pro MU a FZU pro VaV ucely.

3.2 Srovnani dosazenych vysledku s cili projektu.
3.2.1 Cilt i ucelu projektu bylo dosazeno v plném rozsahu. Dosazené vysledky svym rozsahem a
skute¢nou vécnou néplni jsou ve shodé s planovanou skupinou vysledkt. Vysledky dosazené nad
ramec projektu jsou typu O - odborné publikace a technické zpravy a bylo jich dosaZzeno v ptimé
souvislosti s realizaci planovanych ¢innosti a piispivaji k uplatnéni hlavnich planovanych vysledku
uvedenych v bodé 3.1. Realizace projektu podpotila rozvoj uéinné spoluprace pramyslového
podniku a vyzkumnych instituci.
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3.2.2 VaV technologie MOCVD pro rust funkénich nitridovych struktur na vlastnich substratech
pruméru az 200 mm. byl realizovan podle schvéaleného navrhu projektu z vécného, ¢asového i
finan¢niho hlediska.

3.2.3 VaV a charakterizace funkénich nitridovych struktur pro polovodi¢ové aplikace (napf.
ovéfené funkéni struktury pro HEMT)byl realizovan podle schvaleného néavrhu projektu
Z vécného, Casového 1 finan¢niho hlediska.

3.24 VaV vhodnych metod pro méfeni parametrli nitridovych struktur vyrabénych pro
polovodicové aplikace byl realizovan podle schvaleného navrhu projektu z vécného, ¢asového i
finan¢niho hlediska.

Clanek 4.
Uprava vlastnickych a uZzivacich prav k vysledkiim

4.1 Vsechna majetkova prava k vysledkim patii pfijemci, popft. spolupfijemci. Prava autorti a pivodct
vysledkd a majitelti ochrannych prav k nim jsou upravena zvlastnimi pravnimi predpisy.

4.2 Mohou-li si u nékterého ze Smluvnich stran ¢init naroky na prava k vysledkiim z feSeni tfeti osoby,
musi Smluvni strany provést takova opatieni nebo uzaviit takové Smlouvy, aby tato prava byla
vykonavana v souladu s jeho vlastnimi zavazky vyplyvajicimi ze Smlouvy ¢i rozhodnuti o
poskytnuti dotace na podporu projektu.

4.3 Postoupi-li Smluvni strany majetkova prava k vysledkim z feSeni projektu tfetim osobam, zajisti
odpovidajicimi opatfenimi nebo Smlouvami, aby jejich smluvni zavazky piesly na nového nositele
majetkovych prav tak, aby byly zajistény zajmy poskytovatele vyplyvajici ze Smlouvy ¢i
rozhodnuti o poskytnuti dotace na podporu projektu.

4.4 Smluvni strany odpovidaji za to, Ze vysledky projektu nezasahuji do prav jinych osob z
pramyslového nebo jiného duevniho vlastnictvi, a to pro jakékoliv vyuziti vysledki projektu v CR
1 v zahranici.

4.5 Vysledky, zvetejiiované v tiSténé formé, ve forme védeckych ¢i odbornych publikaci nebo ve formé
prezentaci, musi obsahovat informaci o tom, ze jich bylo dosazeno feSenim projektu vyzkumu a
vyvoje podporovaného z veiejnych prostiedkd na podporu vyzkumu a vyvoje.

Clanek 5.
Zpisob vyuziti vysledkii a doba, do které musi byt vysledky uplatnény

5.1 Smluvni strany jsou povinny zpiistupnit vysledky vSem zajemcim o jejich vyuziti za stejnych
podminek.

5.2 Prijemce vyuZzije vysledky uvedené v odstavci 3.2 zejména ke své podnikatelské Cinnosti nebo pii
vyvoji dal§ich produktu, tak aby doslo k jejich maximalnimu ekonomickému vyuZiti, a to po dobu
nejpozdéji od 30. zati 2022 a nejméné 5 (slovy: ,,péti®) let od podpisu Smlouvy.

5.3 Dalsi Gcastnici vyuZiji vysledky nejméné po dobu 5 (slovy: ,,pét) let od ukonceni projektu, zejména
pfi své vyzkumné a vyukové a ¢innosti.

5.4 Smluvni strany se dohodly, Ze na uplatnéni a dal$im vyvoji vysledkd budou v dobré vife a pfi
zapojeni svych nejlepsich znalosti a zkusenosti spolupracovat v dobé nejméné 5 (slovy: ,,péti) let
od uzavieni této Smlouvy.

Clanek 6.
Rozsah stupné divérnosti udaju a zpisob nakladani s nimi

6.1 Vysledky feseni projektu, které byly publikovany v odborném tisku, nebo které byly jinym
zpusobem zvefejnény, netvoii zadné divérné informace, se kterymi by bylo tieba nakladat podle
zvlastnich pravnich predpist.

6.2 VeSkeré jiné informace, které nejsou predmétem ¢&l. 6.1 Smlouvy, tvoii obchodni tajemstvi
Smluvnich stran a Smluvni strany jsou povinny s nimi nakladat tak, aby nedoslo k jejich zneuziti ¢i
neopravnénému zvetejnéni.

6.3 Ochrana obchodniho tajemstvi se nevztahuje na poskytovani informaci poskytovateli dotace, a to v
rozsahu nezbytném pro naplnéni podminek poskytovatele vyplyvajici ze Smlouvy ¢i rozhodnuti o
poskytnuti dotace na podporu projektu.
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Clanek 7.
Sankce

7.1 Smluvni strany sjednavaji, Ze pokud kterakoliv z nich zjisti porueni zavazka z této Smlouvy ze
strany druhé smluvni strany, je opravnéna vyslovit vystrahu s tim, Ze druhd smluvni strana je
povinna odstranit nesoulad do 60 (slovy: ,,Sedesati“) kalendainich dnti ode dne pisemného sdéleni
vystrahy. V piipad¢ opakovaného poruseni smluvni strany sjednavaji pravo dot¢ené Smluvni strany
na odstoupeni od Smlouvy.

Clanek 8.
Doba trvani zavazkid ze Smlouvy

8.1 Tato Smlouva se uzavira na dobu neur¢itou, je platna dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a
ucinna dnem jejiho uverejnéni v registru smluv podle zadkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach Gc¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv).

8.2 Vypoved zavazkl vzniklych z této Smlouvy musi mit pisemnou formu.

Clanek 9.
Zavérefna ustanoveni

9.1 Smlouva mize byt ménéna nebo dopliiovana toliko vzestupné ¢islovanymi pisemnymi dodatky
podepsanymi viemi Smluvnimi stranami.

9.2 Smlouva je administrovana elektronicky. Kazda ze Smluvnich stran obdrZi elektronicky
podepsanou smlouvu ve formatu pdf.

9.3 Je-li nebo stane-li se n¢které ustanoveni této Smlouvy neplatnym nebo neucinnym, nezptsobuje to
neplatnost, resp. neucinnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy a otazky, které jsou predmétem
takového ustanoveni neplatného, resp. neucinného, budou posuzovany podle Upravy obsazené v
obecné zavaznych pravnich predpisech, které svym tcelem nejlépe odpovidaji pfedmétu tpravy
ustanoveni neplatného, resp. neti¢inného.

9.4 Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pozorné precetly a Ze je jim jeji obsah jasny a
srozumitelny.

9.5 Na diikaz toho, Ze cely obsah Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vile, ptipojuji tc¢astnici
své vlastnoru¢ni podpisy.

V Roznové p. R. dne: 13. 10. 2020 V Brné dne: 14. 10. 2020
za ptijemce (ONCR): za dalsiho ucastnika projektu (MU):
ing. Josef Svejda doc. PhDr. Mikulas Bek, Ph.D.

V Praze dne: 16. 10. 2020 )
za dalsiho ucastnika projektu (FZU):

prof. Jan Ridky, DrSc., feditel
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